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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が制定した日本

産業規格である。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 
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室温フーリエ変換赤外吸収分光法による 

シリコン単結晶の低濃度置換型炭素濃度の測定方法 

Test method for low substitutional atomic carbon content of single crystal 

silicon by Fourier transform infrared absorption spectroscopy at room 

temperature 

 

1 適用範囲 

この規格は，室温フーリエ変換赤外吸収分光法（以下，室温 FT-IR という。）によるシリコン単結晶の低

濃度置換型炭素濃度の測定方法について規定する。この規格は，炭素原子が 5×1014 atoms/cm3（0.01 ppma）

～5×1015 atoms/cm3（0.1 ppma）の濃度範囲の測定に適用可能である。この規格による測定方法は，生産管

理，材料研究，品質保証，及び材料承認に適用性がある。 

なお，この規格で規定する測定方法の精度及び信頼性を確認するために実施したラウンドロビンテスト

の結果を附属書 A に示す。 

2 引用規格 

次に掲げる引用規格は，この規格に引用されることによって，その一部又は全部がこの規格の要求事項

を構成している。この引用規格は，記載の年の版を適用し，その後の改正版（追補を含む。）は適用しない。 

JIS K 0212:2016 分析化学用語（光学部門） 

3 用語及び定義 

この規格で用いる主な用語及び定義は，次によるほか，JIS K 0212:2016 による。 

3.1 

波数分解能（wavenumber resolution） 

スペクトル上で隣り合う二つのピークを分離する能力を示す指標 

注釈 1 波数分解能は，スペクトル分解能ともいう。 

3.2 

フーリエ変換赤外吸収分光法，FT-IR［Fourier transform infrared absorption spectroscopy (FT-IR)］ 

試料を透過した赤外光をマイケルソン型干渉計などの二光束干渉計に導き，干渉計の光路差を変数とす

る干渉光強度信号（インターフェログラム）を得て，その信号をフーリエ変換することによって波数（波

長）を変数とする吸収スペクトルを得る方式の分光法 


